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いて測定された最適 ドー プ Bi2212の(7T,0)
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よるフィッティングを行った｡得られた計算結 貞 ｡.
果は実験データを良くは再現していない｡そこ
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(5)超高真空下(4.5×10･llTorr)での測定
･建設した装置と放射光施設を用いて高温超伝導体Bi2212の角度分解光電子分光を行っ
た｡その結果以下の事を見出した｡
(1)最適 ドー プでも擬ギャップが存在し､T★=110Kである
(2)擬ギャップは超伝導ギャップから連続的につながる
(3)コヒーレントピークはResolutionlimtedでは無い
(4)超伝導ギャップの大きさのドー プ量依存性はT'にほぼスケールする
以上の結果から､角度分解光電子分光で見出された擬ギャプは､超伝導と密接に関係した
先駆現象で､ペアリングに関係している事を示唆している｡
･建設した装置を用いて高温超伝導体Lal.85Sro.15Cu04の角度分解光電子分光を行った｡
その結果以下の事を見出した｡
(1)常伝導状態において､Bbl近傍で30･35meV程度の擬ギャップが存在する
(2)擬ギャップは温度上昇とともに閉じていき､そのウェイトを高結合エネルギー
側に移動する･
(3)少なくとも室温程度まで､Bbl近傍の状態密度は変化する
(4)得られたスペクトルの温度変化は､磁化率やホール係数と良く対応する･
(4)フィッティングにより得られた超伝導ギャップの大きさは8meV
以上の結果から､LSCOで観測された擬ギャップはBi2212の角度分解光電子分光で観測
された､ペアリングが関係していると思われる擬ギャップとは異なり､反強磁性相関の発
達によるものである事が示唆される｡■今後二つの擬ギャップの相互関係や起源､さらに超
伝導機構との関係を明らかにする必要がある｡
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